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요약

    
본 발명은 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법에 관한 것으로, SRAM 제조 공정 중 3차원 스택(Stack) 공정으
로 단결정의 드라이브(Driver) 트랜지스터 상부에 실리콘 박막을 증착하여 로드(Load) 트랜지스터를 형성하는 과정에
서 단결정의 드라이브 트랜지스터 상부의 층간 절연막 상에 비정질 실리콘의 고상결정화를 이용하여 단결정 실리콘 박
막을 형성하고, 단결정 실리콘 박막에 단결정 실리콘 박막 트랜지스터(Single Crystal Silicon Thin Film Transisto
r; C-Si TFT)를 형성하여 로드(Load) 트랜지스터로 사용하며, 드라이브 트랜지스터의 드레인과 로드 트랜지스터의 
드레인을 연결하는 콘택 플로그를 SPC(Solid Phase Crystallization) 플러그로 활용함으로써 로드 트랜지스터의 균일
성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법이 개시된다.
    

대표도
도 4f

색인어
박막 트랜지스터, 로드 트랜지스터, 단결정 실리콘 박막, 고상 결정화, SPC 플러그

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 SRAM의 구조를 설명하기 위한 회로도.

도 2a 내지 도 2d는 단결정 실리콘 박막을 형성하는 방법의 제 1 실시예를 설명하기 위한 소자의 단면도.

도 3a 내지 도 3e는 단결정 실리콘 박막을 형성하는 방법의 제 2 실시예를 설명하기 위한 소자의 단면도.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명에 따른 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법을 설명하기 위하여 순차적으로 도시한 
소자의 단면도.

도 5는 본 발명에 따른 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법의 다른 실시예를 설명하기 위한 소자의 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

21, 31, 41, 61 : 반도체 기판22, 47, 69 : 층간 절연막

32 : 제 1 절연막23, 33 : 포토레지스트 패턴

34 : 제 2 절연막24, 35, 50 : 비정질 실리콘 박막

25, 36, 51, 70 : 단결정 실리콘 박막

42, 62 : 필드 산화막43, 63 : p-웰

44, 65, 71 : 제 1 게이트 산화막45, 66, 72 : 제 1 게이트

46, 67 : 소오스/드레인48 : 제 2 게이트

49 : 제 2 게이트 산화막52, 73 : 소오스/드레인

53, 74 : 채널 영역64 : n-웰

68 : p타입 접합 영역A : 비정질 실리콘 기둥

B : 단결정 실리콘 기둥C, D, E : 고상결정화 플러그

TD : 드라이브 트랜지스터TL : 로드 트랜지스터

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법에 관한 것으로, 특히 SRAM 제조 공정 중에서 단결정의 드라이브
(Driver) 트랜지스터 상부에 실리콘 박막을 증착하여 로드(Load) 트랜지스터를 형성하는 3차원 스택(Stack) 공정을 
이용한 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법에 관한 것이다.

    
최근 들어, 노트북 컴퓨터와 PDAs(Personal Digital Assistants)가 발전되면서, 저전력, 고속, 고집적의 랜덤 억세스 
메모리(Random Access Memory; RAM)에 대한 요구가 더욱 커지고 있다. DRAM의 경우고집적은 가능하나, 속도가 
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늦은 반면, SRAM은 그 반대로 셀 면적이 커서 고집적화에 불리하다. 셀 면적을 줄이기 위해 SRAM은 단결정의 드라이
브(Driver) 트랜지스터 위에 다결정 실리콘 박막을 증착하여 로드(Load) 트랜지스터를 형성하는 3차원 스택(Stack) 
공정을 도입하였다. 범용 SRAM의 표준적인 메모리 셀로써 다결정 실리콘 부하 저항 셀이 16Kb SRAM에서부터 보급
되어 사용되어 온 것이다. 그리고, 4Mb에서부터는 PMOS의 다결정 실리콘 박막 트랜지스터를 이용한, 이른바 TFT형 
셀을 채용하였다. TFT형 셀을 사용하면 데이터 홀드(Hold)시의 소비전류를 1㎂ 이하로 유지할 수 있다는 장점 외에도 
고속 동작에서 많은 소프트 에러(Soft Error)에도 강한 강점이 있다. 특히, 스택킹(Stacking) 기술에 의해서 기존의 
다결정 실리콘 부하 저항 셀을 쓰는 경우에 비해 셀의 크기를 작게 유지할 수 있는 장점도 있다. 하지만, 현재 사용되고 
있는 다결정 실리콘 박막 트랜지스터는 다결정 박막 내에 불균일하게 존재하는 결정 경계로 인해 소자 특성이 균일하지 
못하고, 신뢰도가 낮은 문제가 있다.
    

    
이는 트랜지스터의 액티브(Active) 영역에서 불균일하게 결정 경계가 형성되기 때문으로, 소자의 스케일링 다운(Sca
ling down)이 진행될수록 무작위 결정 경계의 영향은 더 커지고, 이로 인해 수율이 저하된다. 이는 메모리의 집적도가 
높아질수록 더욱 치명적인 요인이 된다. 가장 바람직한 것은 로드 트랜지스터로 단결정 실리콘 소자를 이용하는 것인데 
현재의 기술로는 단결정 실리콘 스택 로드 트랜지스터의 제작이 어려워 면적면에서 불리하더라도 한 평면위에 6 트랜
지스터를 제작하는 구조를 채용하고 있다.
    

다결정 실리콘 트랜지스터의 또 다른 문제점은 기판이 플로팅(Floating)되어 있는 점인데, 이 경우 접합 누설 전류에 
의해 형성된 정공이 기판에 쌓여 바디(Body)의 전위를 높여줌으로써 기판을 통한 누설 전류(Subthreshold leakage 
current)를 증가시키고, 이로 인해 스탠바이 파워(Stand-by power)가 증가되는 문제점이 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
따라서, 본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위하여 단결정의 드라이브(Driver) 트랜지스터 상부의 층간 절연막 상에 
비정질 실리콘의 고상결정화를 이용하여 단결정 실리콘 박막을 형성하고, 단결정 실리콘 박막에 단결정 실리콘 박막 트
랜지스터(Single Crystal Silicon Thin Film Transistor; C-Si TFT)를 형성하여 로드(Load) 트랜지스터로 사용하
며, 드라이브 트랜지스터의 드레인과 로드 트랜지스터의 드레인을 연결하는 콘택 플로그를 SPC(Solid Phase Crysta
llization) 플러그로 활용함으로써 로드 트랜지스터의 균일성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있는 반도체 소자의 박막 트랜
지스터 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
    

    발명의 구성 및 작용

    
본 발명에 따른 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법은 반도체 기판에 액세스 트랜지스터 및 드라이브 트랜지스터 
각각을 다수개 형성한 후 전체 구조상에 층간 절연막을 형성하는 단계, 층간 절연막 상에 소정의 패턴으로 게이트를 형
성한 후 전체 상부에 게이트 산화막을 형성하는 단계, 게이트 산화막 및 층간 절연막의 소정 영역을 식각하여 드라이브 
트랜지스터의 드레인을 노출시키는 단계, 전체 상부에 비정질 실리콘 박막을 형성하는 단계, 어닐링 공정으로 비정질 
실리콘 박막을 고상결정화시켜 단결정 실리콘 박막으로 형성하는 단계 및 게이트 상부의 단결정 실리콘 박막을 제외한 
소정 영역에 불순물을 주입하여 소오스/드레인을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
    

    
본 발명에 따른 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법의 다른 실시예는 반도체 기판에 접합 영역, 액세스 트랜지스
터 및 드라이브 트랜지스터 각각을 다수개 형성한 후 전체 구조상에 층간 절연막을 형성하는 단계, 게이트 산화막 및 층
간 절연막의 소정 영역을 식각하여 접합 영역 및 드라이브 트랜지스터의 드레인을 노출시키는 단계, 전체 상부에 비정
질 실리콘 박막을 형성하는 단계, 어닐링 공정으로 비정질 실리콘 박막을 고상결정화시켜 단결정 실리콘 박막으로 형성
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하는 단계, 접합 영역 상부의 단결정 실리콘 박막 상에 소정의 패턴으로 게이트 산화막 및 게이트를 형성하는 단계, 게
이트를 이온 주입 마스크로 이용하는 불순물 이온 주입 공정을 통해 단결정 실리콘 박막에 소오스/드레인을 형성하는 
단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법
    

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 더욱 상세히 설명하기로 한다.

도 1은 SRAM의 구조를 설명하기 위한 회로도이다.

일반적으로, SRAM의 단위 셀은 전원 전압 단자(Vcc)와 제 1 노드(N11)간에 접속되며 게이트 단자가 제 2 노드(N1
2)와 접속되는 제 1 로드 트랜지스터(TL1 )와, 제 1 노드(N11) 및 접지 전압 단자(Vss)간에 접속되며 게이트 단자가 
제 2 노드(N12)와 접속되는 제 1 드라이브 트랜지스터(T D1 )와, 전원 전압 단자(Vcc)와 제 2 노드(N12)간에 접속되
며 게이트 단자가 제 1 노드(N11)와 접속되는 제 2 로드 트랜지스터(T L2 )와, 제 2 노드(N12) 및 접지 전압 단자(V
ss)간에 접속되며 게이트 단자가 제 1 노드(N11)와 접속되는 제 2 드라이브 트랜지스터(T D2 )와, 제 1 노드(N11) 
및 반전 비트 라인 단자(/BL ) 간에 접속되며 워드 라인 단자(WL )가 게이트 단자와 접속되는 제 1 억세스 트랜지스터
(TA1 ) 및 제 2 노드(N12) 및 비반전 비트 라인 단자(B L ) 간에 접속되며 워드 라인 단자(WL )가 게이트 단자와 접속
되는 제 2 억세스 트랜지스터(TA2 )로 구성된다.

상기의 구성으로 이루어진 SRAM의 단위 셀을 제조하는 공정에서, 제 1 로드 트랜지스터(T L1 )는 제 1 드라이브 트랜
지스터(TD1 )의 상부에 형성되며, 제 2 로드 트랜지스터(T L2 )는 제 2 드라이브 트랜지스터(TD2 )의 상부에 형성된다.

좀더 자세하게 설명하면, 드라이브 트랜지스터의 상부에 로드 트랜지스터를 형성하기 위해서는 드라이브 트랜지스터를 
포함한 전체 상부에 형성된 절연막 상에 로드 트랜지스터의 채널 영역 및 소오스/드레인을 형성하기 위한 단결정 실리
콘 박막을 형성해야 한다.

이하, 도 2a 내지 도 2d를 참조하여 층간 절연막 상에 단결정 실리콘 박막을 형성하는 방법의 제 1 실시예를 설명하기
로 한다.

도 2a를 참조하면, 소정의 공정을 통해 여러 요소(도시되지 않음)가 형성된 반도체 기판(21) 전체 상부에 층간 절연막
(22)을 형성한 후 층간 절연막(22) 상부에 소정의 패턴으로 포토레지스트 패턴(23)을 형성한다.

도 2b를 참조하면, 포토레지스트 패턴(23)을 식각 마스크로 하는 식각 공정으로 층간 절연막(22)의 노출된 부분을 제
거한다. 이후 포토레지스트 패턴을 제거한다. 이로써, 반도체 기판(21)의 소정 영역이 노출된다.

도 2c를 참조하면, 노출된 반도체 기판(21)의 표면을 포함한 층간 절연막(22) 상부에 비정질 실리콘 박막(Amorpho
us silicon; 24)을 형성한 후 화학적 기계적 연마와 같은 평탄화 공정을 통해 비정질 실리콘 박막(24)의 상부 표면을 
평탄화 한다.

층간 절연막(22)이 제거된 영역에서는 비정질 실리콘 기둥(A)에 의해 비정질 실리콘 박막(24)과 반도체 기판(21)이 
접하게 된다.

도 2d를 참조하면, 소정의 열처리를 공정으로 비정질 실리콘 박막의 고상결정화(Solid Phase Crystallization; SPC)
를 촉진시켜 층간 절연막(22) 상에 단결정 실리콘 박막(25)을 형성한다.

이하, 도 3a 내지 도 3e를 참조하여 층간 절연막 상에 단결정 실리콘 박막을 형성하는 방법의 제 2 실시예를 설명하기
로 한다.

도 3a를 참조하면, 소정의 공정을 통해 여러 요소(도시되지 않음)가 형성된 반도체 기판(31) 전체 상부에 제 1 절연막
(32)을 형성한 후 제 1 절연막(32) 상부에 소정의 패턴으로 포토레지스트 패턴(33)을 형성한다.

 - 4 -



공개특허 특2002-0096743

 
도 3b를 참조하면, 포토레지스트 패턴(33)을 식각 마스크로 하는 식각 공정으로 제 1 절연막(32) 및 반도체 기판(31)
을 소정의 깊이까지 식각한다. 이후 포토레지스트 패턴 및 제 1 절연막을 제거한다.

상기의 식각 공정에 의해, 포토레지스트 패턴이 형성된 영역의 반도체 기판(31)은 식각되지 않아 단결정 실리콘 기둥
(B)이 형성된다.

도 3c를 참조하면, 전체 상부에 제 2 절연막(34)을 형성한 후 화학적 기계적 연마와 같은 평탄화 공정을 실시하여 단
결정 실리콘 기둥(B)의 상부 표면을 노출시킨다. 단결정 실리콘 기둥(B)은 후속 공정에서 제 2 절연막(34) 상부에 형
성되는 요소와 반도체 기판(31)과의 플러그 역할을 한다.

도 3d를 참조하면, 단결정 실리콘 기둥(B)을 포함한 제 2 절연막(34) 상에 비정질 실리콘 박막(Amorphous silicon; 
35)을 형성한다.

도 3e를 참조하면, 소정의 열처리를 공정으로 비정질 실리콘 박막의 고상결정화(Solid Phase Crystallization; SPC)
를 촉진시켜 층간 절연막(34) 상에 단결정 실리콘 박막(36)을 형성한다.

    
종래의 고상결정화는 보통 절연막 위에 비정질 실리콘층만이 있어 열처리 이후 각각 결정 방향이 다른 다결정 실리콘층
으로 바뀌게 된다. 하지만, 본원 발명에서는 비정질 실리콘 박막(도 2c의 23 또는 도 3d의 35)이, 도 2c와 같이 비정
질 실리콘 기둥(A)에 의해 단결정 실리콘인 반도체 기판(21)과 접하게 되거나, 도 3d와 같이 단결정 실리콘 기둥(B)
에 의해 단결정 실리콘인 반도체 기판(31)과 접하게 된다. 이 접합 계면에서는 핵형성 활성 에너지(Nucleation activ
ation energy)가 작기 때문에 단결정 실리콘층의 결정을 시드(Seed)로 하여 결정성장이 발생된다. 즉, 열처리 과정 중
에서 접합면의 단결정 실리콘이 시드가 되어 비정질 실리콘의 고상결정화가 촉진되므로써 절연층 상부에 단결정 실리
콘 박막이 형성된다. 특히, 600℃ 이하에서의 퍼니스 어닐링(Furnace annealing)을 통해 고상결정화를 촉신시킬 경우 
열공정에 대한 열부담(Thermal budget)이 적어 3차원 적층 구조(Stacked structure) 구현 시 유리하다.
    

이하, 도 4a 내지 도 4f를 참조하여, 비정질 실리콘의 고상결정화를 이용하여 드라이브 트랜지스터 상부에 로드 트랜지
스터를 형성하는 본 발명에 따른 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법을 설명하기로 한다.

도 4a를 참조하면, 반도체 기판(41)의 소정 영역에 필드 산화막(42)을 형성한 후 이온 주입 공정을 통해 p-웰(43)을 
형성한다. 이후, 통상의 공정으로 제 1 게이트 산화막(44), 제 1 게이트(45) 및 소오스/드레인(46)을 형성한다. 이로
써, 제 1 게이트 산화막(44), 제 1 게이트(45) 및 소오스/드레인(46)으로 이루어진 드라이브 트랜지스터가 제조된다.

도 4b를 참조하면, 전체 상부에 층간 절연막(47)을 형성한 후 제 1 게이트(45) 상부의 층간 절연막(47) 상에 소정의 
패턴으로 제 2 게이트(48)를 형성한다.

도 4c를 참조하면, 제 2 게이트(48)를 포함한 층간 절연막(47) 상에 얇은 산화막으로 제 2 게이트 산화막(49)을 형성
한다. 제 2 게이트 산화막(49)은 제 2 게이트(48)의 상부 표면 및 측벽이 노출되지 않도록 전체 상부에 균일하게 형성
된다. 이후, 제 2 게이트 산화막(49) 및 층간 절연막(47)의 소정 영역을 식각하여 드레인(46)이 노출되도록 한다.

도 4d를 참조하면, 층간 절연막(47)이 식각된 영역이 완전히 매립되도록 노출된 드레인(46)을 포함한 전체 상부에 비
정질 실리콘 박막(60)을 형성한다. 이후, 화학적 기계적 연마와 같은 평탄화 공정을 실시하여 비정질 실리콘 박막(60)
의 상부 표면을 평탄화 시킨다.

도 4e를 참조하면, 소정의 어닐링 공정으로 비정질 실리콘 박막의 고상결정화(Solid Phase Crystallization; SPC)를 
촉진시켜 비정질 실리콘 박막으로 단결정 실리콘 박막(51)으로 형성한다.

어닐링 공정은 약 600℃ 이하의 저온 퍼니스 어닐링 공정이나 열부담이 적은 레이져 어닐링 공정으로 실시한다. 저온 
퍼니스 어닐링 공정이나 레이져 어닐링 공정은 3차원 스택 구조를 만들 때 유리하다.
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이때, 비정질 실리콘 박막은 층간 절연막(47)이 식각 공정에 의해 제거된 영역을 통해 단결정 실리콘인 드레인(46)과 
접하게 되고, 단결정 실리콘이 시드가 되어 비정질 실리콘의 고상결정화가 촉진되므로써 비정질 실리콘 박막이 단결정 
실리콘 박막(51)으로 형성된다.

이후 제 2 게이트(48) 상부에 포토레지스트 패턴(도시되지 않음)을 형성한 후 소정의 이온 주입 공정 및 이온 주입된 
불순물의 활성화 열처리를 실시하여 단결정 실리콘 박막(51)의 소정 영역에 소오스/드레인(52)을 형성한다. 소오스/
드레인(52)을 형성한 후 포토레지스트 패턴을 제거한다.

도 4f를 참조하면, 식각 공정으로 단결정 실리콘 박막(51)의 불필요한 부분을 제거하여 패터닝한다.

이로써, 제 1 게이트 산화막(44), 제 1 게이트(45) 및 소오스/드레인(46)으로 이루어진 드라이브 트랜지스터(T D )의 
상부에 제 2 게이트(48), 제 2 게이트 산화막(49) 및 소오스/드레인(52)으로 이루어진 로드 트랜지스터(T L )인 단결
정 실리콘 박막 트랜지스터가 제조된다. 제 2 게이트(48) 상부의 단결정 실리콘 박막(51)에는 이온 주입 공정이 실시
되지 않으며, 로드 트랜지스터의 채널 영역(53)이 된다.

    
상기의 공정은 기존의 바텀 게이트 폴리실리콘 박막 트랜지스터(Bottom gate poly-Si Thin Film Transistor)를 로
드 트랜지스터로 사용한 기존의 구조와 동일하며 단지 드라이브 트랜지스터의 드레인과 로드 트랜지스터의 드레인을 
연결하는 콘택 플러그(Contact Plug)를 로드 트랜지스터의 액티브 레이어(Active layer)인 비정질 실리콘 박막을 단
결정으로 고상화시키기 위한 고상결정화 플러그(Solid Phase Crystallization Plug; 도 4f의 C)로 활용한다. 이로 인
해, 기존의 공정을 그대로 유지하면서 소자 특성을 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 여기서, 비정질 실리콘의 증착 및 고
상결정화는 600℃이하의 낮은 온도에서 이루어지므로 열처리 시 불순물 확산(Dopant Diffusion)은 크게 문제되지 않
는다.
    

    
도 5를 참조하면, 반도체 기판(61)에 필드 산화막(62)을 형성하고, p-웰(63) 및 n-웰(64)을 형성한 후, 도 4a에 도
시한 바와 같이, 통상의 공정으로 제 1 게이트 산화막(65), 제 1 게이트(66) 및 소오스/드레인(67)을 형성하여 드라
이브 트랜지스터를 형성한다. 이때, n-웰(64)에는 p타입의 접합 영역(68)이 형성된다. 이후 전체 상부에 층간 절연막
(69)을 형성한 다음 p타입의 접합 영역(68) 및 드레인(67)이 노출되도록 층간 절연막(69)의 소정 영역을 식각하여 
제거한다. 노출된 p타입의 접합 영역(68) 및 드레인(67)을 포함한 전체 상부에 비정질 실리콘 박막을 형성한 후 소정
의 어닐링 공정을 실시하여 비정질 실리콘 박막을 단결정 실리콘 박막(70)으로 형성한다. 어닐링 공정은 약 600℃ 이
하의 저온 퍼니스 어닐링 공정이나 열부담이 적은 레이져 어닐링 공정으로 실시한다. 저온 퍼니스 어닐링 공정이나 레
이져 어닐링 공정은 3차원 스택 구조를 만들 때 유리하다. 단결정 실리콘 박막(70) 상부에는 통상의 공정을 통해 제 2 
게이트 산화막(71) 및 제 2 게이트(72)를 소정의 패턴으로 형성한다. 이후 이온 주입 공정으로 단결정 실리콘 박막(7
0)에 소오스/드레인(73)을 형성하여 제 2 게이트 산화막(71), 제 2 게이트(72) 및 소오스/드레인(73)으로 이루어진 
로드 트랜지스터를 제조한다. 제 2 게이트(72) 하부의 단결정 실리콘 박막(70)은 로드 트랜지스터의 채널 영역(74)이 
된다.
    

    
본 발명에서는 시드로 사용한 단결정 실리콘 기둥을 로드 트랜지스터의 바디 콘택으로 사용함으로써 서브스레쉬홀드 
전류(Subthreshold current)를 감소시킬 수 있다. 즉, 드라이브 트랜지스터의 드레인(67)과 로드 트랜지스터의 드레
인(73)을 연결하는 콘택 플러그를 SPC 플러그(E)로 활용함과 동시에 바디 콘택을 위해 따로 n-웰(64)을 형성한 뒤 
이를 SPC 플러그(D)로 활용할 수 있다. 이 경우 탑 게이트(Top gate) TFT 구조이나 기존의 스택(Stacked) SRAM
의 경우와 마찬가지로 바텀(Bottom) 게이트나 더블 게이트(Double gate) TFT로 구현 가능하다.
    

    발명의 효과
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상술한 바와 같이, 본 발명은 단결정의 드라이브(Driver) 트랜지스터 상부의 층간 절연막 상에 비정질 실리콘의 고상
결정화를 이용하여 단결정 실리콘 박막을 형성하고, 단결정 실리콘 박막에 단결정 실리콘 박막 트랜지스터를 형성하여 
로드(Load) 트랜지스터로 사용하며, 드라이브 트랜지스터의 드레인과 로드 트랜지스터의 드레인을 연결하는 콘택 플
로그를 SPC 플러그로 활용함으로써 면적 손실이나 추가의 비용없이 고성능, 고집적의 3차원 스택 SRAM 제작이 가능
하며, 또한 SPC 플러그를 위한 영역을 따로 만든다고 하더라도 이를 로드 트랜지스터의 바디 콘택으로 활용함으로써 
소자 특성을 향상시킬 수 있다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

반도체 기판에 액세스 트랜지스터 및 드라이브 트랜지스터 각각을 다수개 형성한 후, 상기 전체 구조상에 층간 절연막
을 형성하는 단계;

상기 층간 절연막 상에 소정의 패턴으로 게이트를 형성한 후 전체 상부에 게이트 산화막을 형성하는 단계;

상기 게이트 산화막 및 층간 절연막의 소정 영역을 식각하여 상기 드라이브 트랜지스터의 드레인을 노출시키는 단계;

전체 상부에 비정질 실리콘 박막을 형성하는 단계;

어닐링 공정으로 상기 비정질 실리콘 박막을 고상결정화시켜 단결정 실리콘 박막으로 형성하는 단계;

상기 게이트 상부의 상기 단결정 실리콘 박막을 제외한 소정 영역에 불순물을 주입하여 소오스/드레인을 형성하는 단계
로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 어닐링 공정은 약 600℃ 이하의 저온 퍼니스 어닐링이나 레이져 어닐링으로 실시하는 것을 특징으로 하는 반도체 
소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 비정질 실리콘 박막은 상기 드라이브 트랜지스터의 드레인의 단결정 실리콘을 시드로 하여 상기 어닐링 공정에 의
해 단결정으로 고상결정화되는 것을 특징으로 하는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

청구항 4.

반도체 기판에 접합 영역, 액세스 트랜지스터 및 드라이브 트랜지스터 각각을 다수개 형성한 후, 상기 전체 구조상에 층
간 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트 산화막 및 층간 절연막의 소정 영역을 식각하여 상기 접합 영역 및 상기 드라이브 트랜지스터의 드레인을 
노출시키는 단계;

전체 상부에 비정질 실리콘 박막을 형성하는 단계;
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어닐링 공정으로 상기 비정질 실리콘 박막을 고상결정화시켜 단결정 실리콘 박막으로 형성하는 단계;

상기 접합 영역 상부의 단결정 실리콘 박막 상에 소정의 패턴으로 게이트 산화막 및 게이트를 형성하는 단계 및

상기 게이트를 이온 주입 마스크로 이용하는 불순물 이온 주입 공정을 통해 상기 단결정 실리콘 박막에 소오스/드레인
을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 어닐링 공정은 약 600℃ 이하의 저온 퍼니스 어닐링이나 레이져 어닐링으로 실시하는 것을 특징으로 하는 반도체 
소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

청구항 6.

제 4 항에 있어서,

상기 비정질 실리콘 박막은 상기 드라이브 트랜지스터의 드레인의 단결정 실리콘을 시드로 하여 상기 어닐링 공정에 의
해 단결정으로 고상결정화되는 것을 특징으로 하는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

청구항 7.

제 4 항에 있어서,

상기 접합 영역 상부의 상기 층간 절연막에 매립된 상기 단결정 실리콘 박막은 바디 콘택 플러그로 사용되는 것을 특징
으로 하는 반도체 소자의 박막 트랜지스터 제조 방법.

도면
도면 1
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도면 2
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도면 3a

도면 4a
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도면 4b

도면 4c

도면 4d

 - 11 -



공개특허 특2002-0096743

 
도면 4e

도면 4f

도면 5
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